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(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a donor substrate for transferring a piezoelectric film onto a final
support substrate, comprising the steps of a) providing a bulk handling substrate (102), in particular based on silicon, ¢) providing a
piezoelectric material (114, 142) above the bulk handling substrate (102), characterized in that the method further comprises a step b)
of implanting (106) the bulk handling substrate (102) to make an embrittlement zone (104) in the bulk handling substrate (102) before
step c¢) of providing the piezoelectric material (114, 142). The invention also relates to a donor substrate (100, 138, 148), in particular a
donor substrate obtained by the manufacturing method according to the invention, and to a method for transferring a piezoelectric thin
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film using the donor substrate (100, 138, 148) according to the invention.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un substrat donneur pour le transfert d'une couche piézoélectrique sur
un substrat support final comprenant les étapes de a) fournir un substrat de manipulation massif (102), en particulier a base de Silicium,
¢) fournir un matériau pié¢zoélectrique (114, 142) au-dessus du substrat de manipulation massif (102), caractérisé en ce que le procédé
comprend en outre une étape b) d'implantation (106) du substrat de manipulation massif (102) pour réaliser une zone de fragilisation
(104) dans le substrat de manipulation massif (102) avant 1'étape c) de fournir le matériau piézoélectrique (114, 142). L'invention
concerne aussi un substrat donneur (100, 138, 148), en particulier un substrat donneur obtenu par le procédé de fabrication selon
l'invention et un procédé de transfert d'une couche mince piézoélectrique utilisant le substrat donneur (100, 138, 148) selon l'invention.



